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実験的には高抵抗N 型および、 P 型 Ge で作った幾種類かの試料で実際に平均電界約 500V /cm以上
の領域でN型負性抵抗現象や発振現象が観測された。実験条件および得られた結果を検討した結果、提
案した負性抵抗機構が実際に存在することが結論された。






第 4 章においては Gunn ダイオードを工業的に応用する上で重要な信頼性と高出力化について実験
的検討を行った結果および Gunn ダイオードの具体的応用例について述べた。即ち Gunn ダイオード
-253-
の信頼性に関する実験では Gunn ダイオードの寿命が GaAs 結晶中の格子欠陥に依存していること














きれたいくつかの Ge 、 Si の発振現象がこの機構によることを指摘した。





さらに Gunn 発振器の問題である経時変化 劣化が主に電極熱圧着時に導入きれる格子欠陥による
ことを明らかにし、これを防いだ高安定 Gunn ダイオードの製作に成功した。
以上述べたように本論文は半導体物性工学上重要な新知見を与えると共に半導体工業への応用にも
顕著に貢献するものであり博士論文として価値あるものと認める。
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